
半導体の分野では,2種類のRISC型32ビットマイクロプロセッ

サを製品化した｡すなわち,キャッシュ内蔵型と低消雪電力型で

ある｡前者はマルチメディア用途向けに,後者はオフィス機器用

途向けに活用が期待される｡メモリでは,今回新たに64Mビット

DRAMを開発した｡また,高速用途に適したシンクロナス型と,

低電力用途に適した3.3V対応の16MビットDRAMを製品化し,

DRAM系列の充実化を図った｡

ディスプレイの分野では,奥行きの短い29型カラーブラウン管,

17型超高精細ディスプレイ管および両面の明るい投写型ブラウン

管を開発した｡また,カラー摘品ディスプレイの分野でも,26万

色表示のTFT型と,ノート型PC向けSTN型を実用化した｡

製造装置の分野では,高スループットの電子ビーム直接描画シ

ステム,コストパフォーマンスの高いマイクロ波プラズマエッチ

ング装置など,次世代の半導体プロセスに通した特徴のある装置

を製品化した｡
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半導体嚢
キャッシュ内蔵型のシングルチップRISCコントローラSH-2

マルチメディア分野など高速性と経済性を要求されるコンシューマ用途のニーズに対応するため,演算能力を強化し

キャッシュを内蔵したコントローラを開発した｡

アミューズメント機器や,双方向ケーブルテレビジ

ョン用ボックス,電子手帳などのマルチメディア分野

では,高速でコストパフォーマンスに優れ人容量データ

を扱えるプロセッサを必要としている｡こういったニ

ューメディア時代の要求にこたえるために,高速マイ

クロプロセッサ技術と量産指向のマイクロコントロー

ラ技術とを融合したSHシリーズの第二弾を開発した｡

28.6MHz動作時の消雪電力が0.1Wという超低消

雪電力キャッシュ(4kバイト,命令データ共用)によ

り,25MIPSを消費電力0.6Wで達成した｡プラスチッ

クの低価格パッケージングを実現し,電池駆釦で艮時

間動作する｡低価格高性能のシンクロナス型DRAMイ

ンタフェース,32ビット×32ビット＋64ビットー64ビ

ットの積和算を70～140nsで演算する並列乗算器,64

ビット÷32ビット→32ビットの除算器,DMAコント

ローラ,シリアルインタフェース,タイマなどを内蔵

する｡

招ぽ
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SH-2のチップ

低消費電力のPA-RISCチップPA/50L

WS(Wo｢kstation)と組み込み機器応用をターゲットとし,ヒューレットパッカード社のPA-RISC※)アーキテク

チャと互換性を持つ低消費電力マイクロコンピュータPA/50Lを開発した｡

PA/50L

命令キャッシュ

8kバイト

データキャッシュ

4kバイ･卜

一-32バイトー

S-DRAM

サポート

4バイト バッファ

十

タイミング

発生

S-DRAM

S-DRAM

S-DRAM

S-DRAM

DMA

コントローラ

注:略語説明

DMA(DirectMemoryAccess)

周辺

コントローラ

×8

×8

×8

×8

コンパクトなシステム構成

小型WSや端末などの組み込み機器向けにPA-

RISCチップ(PA/50L)を開発した｡内部に低消雪電力

回路を手采印するとともに,電源電圧と動作周波数を抑

え,低消雪電力を特長としている(3.3V,33MHz,typ.

1.5W)｡0.6トLmCMOSプロセスを用い,プロセッサ

本体に加え仮想記憶制御機能や浮動小数点演算器を内

臓している｡さらに12kバイトのキャッシュメモリを

内蔵し,42MIPSの性能を実現している｡

.卜記低消費電力による電源小型化,面実装低熱抵抗
プラスチックパッケージ(160ピン)才采用による実装面

横低減により,PA/50Lをmいて装置の小型化を実現

できる｡

図に示すように,Ⅰ〕A/50Lでは外部キャッシュメモ

リを設ける代わりに,主メモリにシンクロナスDRAM

を用いて高性能システムをコンパクトに構成できる｡

※)PA-RISC(PrecisionArchitecttlreReducedInstruc-

tioIISetConlputer)は,米田ヒューレットパッカード

社が開発したプロセッサ名称である｡
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嚢半導体
最新半導体メモリ(DRAM)製品系列の拡充

最先端の0.3ドmプロセスを適用し,64MピットDRAMを開発した｡また,4Mおよび16Mピットシンクロナス

DRAMを製品化したほか,3.3V汎用DRAM製品を充実させた｡
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半導体メモリ,とりわけDRAMは,搭載される機器の

多様化,高機能化および低消雪電力化を背景に,高集積,

高速および低電圧化の要求が多く,多什代多品種共存の傾

向がますます強まっている｡こうした顧客の要求に対応

するため,DRM製品系列のいっそうの拡允を川っていく｡

(1)高集積化…64MビットDRAM別

品先端0.3l⊥m徴紳加_11CMOSプロセスを削い,64

MビットDRAMを開発した｡電源電旺は,低電力化の

ためJEiJEC標準の3.3Vとし,この低電柱のもとで高

速アクセスタイム(60n･70n･80n)を実現した｡パッケ

ージでは,500mil幅SOJを実現した｡今後,幅広い

ビット構成展開(×4ビット･×8ビット･×16ビット

ほか)を行うとともに,多様なパッケージ展開(SOJ･

TSOPほか)を凶っていく｡メモリセルは4Mビットで

業界初の実川化に成功し,16MビットDRAMで継続

採川しているSTC(スタックドキャパシタセル)をベ

ースに,さらに改良を加えた｡

(2)高速化…シンクロナス4M/16MビットⅠ)RAM

CPUの高速化に対応して岳データスループットを

実現するシンクロナス4M/16MビットDRAMを実現

Lた｡汎別DRAMで実績あるプロセス(4Mビットは

0.8卜m,16Mビットは0.5け111)および高速化方式とし

てカラム系パイプライン方式を採用し,高速重力作を実現

した｡また,2バンク方式,パルスRAS方式の採用で使

いやすさを向上させた｡電淑電圧は3.3V,人出ノJイ

ンタフェースは低払帥岳で高速のLVTTL/(GTL)とし

た｡以_いこより,高速CI)Uのキャッシュレスメインメ

モリ,州像糊メモリほか高速分野対応を吋能にした｡

(3)低電址化

Ⅰ)C(Perso11alComputer)の低電ノJ化で,搭載される

メモリの電源電圧の低竜一_1三化が進行している｡汎用品

の4MビットDRAM(×4･×8･×16)に続き16M

ビットDRAMで3.3V版の製品化を凶った｡それぞれ

5V版と1‾■り一‾Ⅰ_lし代プロセスを倣什ゴLている(4Mビッ

トは0.8トI111,16Mビットは0.5即11プロセスを採J‾lJ)｡

これにより,低電圧DRAMの需要増大に1rりけ十分な供

給能力を確保していく｡

乍後,DRAM分野でこれらの製品を軸に,顧客ニー

ズにさらにこたえていく考えである｡

※)テキサスインスツルメンツ社とR寸二製作所が共同閑

雅したものである｡

64MビットDRAMのチッフ

構成
柑Mビット 4Mビット

lMX8×2バンク 128kX16×2バンク

動作周波数 (川0)/80/66MHz 66MHz

タア

イ芸
ムス

RASアクセス (60)/70/80ns 60ns

CASアクセス (29)/33/38ns 30ns

CLKアクセス (9)ハけ13ns j3ns

Bu｢st

Mode

CASLatency l/2/3 け2/3

Bu｢stType Sequential/hterleave Sequential/lnterleave

Bu｢stLength l/2/4/8 け2/4/8/F山IPage

電;原電圧 3.3V 3.3〉

インタフェース LVTTL/(GTL) LVTTL

表l シンクロナスDRAM
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レcc:3.0へ′3.6V

容量 構成 形名 アクセスタイム バッケ…ジ

4M

ビット

×J6 HM51W4260A 70/80/川Ons TSOP

× 8 HM51W4800A 70/80/100ns TSOP

× 4 HM51W4400B 60/70/80ns TSOP/SO+

16M

ビット
× 4 HM5】W16400 60/70/80ns TSOP/SO+

64M

ビット
× 8 HM5=〟64800 60/70/80ns SO+

表2 3.3V汎用DRAM



半導体憲
超高遠BiCMOStSRAM系列の拡充

WSの高性能化ニーズにこたえるため,1Mピット超高遠SRAM(最大アクセスタイム10ns)を開発し量産化

した｡

WSの高件能化に作って使用されるプロセッサの高

性能化はますます進み,最近では100MtIz以+二のプロ

セッサもJtl現している｡プロセッサの高速化はより高

速のキャッシュメモリを必要とし,アクセスタイムが

1011S以下の大容量キャッシュメモリの要求がますま

す強くなってきている｡

この‾要求にこたえるため,今州).5ド11THi-BiCMOS

プロセス技術を採用し,1Mビット超高速SRAM(最

人アクセスタイム1()ns,ビット構成×4/×8)を開ヲ芭

し量産化した｡今後はWSのいっそうの-一別棚旨達成の

ために,キャッシュメモリとLて必安となる(1)低電は

化(3.3V),(2)シンクロナス化,(3)多ビット化(×

16/×32)を含めた,より高速のキャッシュメモリの閃

光を進め,多様なシステムニーズにこたえていく計何

である｡

巨.㌢E已･_.･

lMビット超高速SRAM

セクタ消去機能付き16Mピットフラッシュメモリ

実績のあるメモリセル技術を適用して,メモリカードやSiファイル用途に適した仕様のセクタ消去機能付き16Mビッ

トフラッシュメモリを開発した｡

16MビットフラッシュメモリHN28F1600チップ

i汚集積化に適した小さなメモリセルサイズで電気的

iilは機能を持ったフラッシュメモリは,EPROM/EE-

Ⅰ)ROM置き扱えの他メモリカードへの応用を期待さ

れている｡今回,().5ミクロンプロセス技術を採別して,

16Mビットフラッシュメモリを開発した｡この16Mビ

ットフラッシュメモリは,メモリカードなどでの使川

を考慮して設計されており,ステータスレジスタ,消

去サスペンド機能など装備されている｡さらにSiファ

イル別途に過した小分割セクタ消去機能を尖二呪Lたの

で,今後期待されているファイル分野に最適な素イ･と

いえる｡

なお,現在では,チップー桔消去仕様の1Mビット

フラッシュメモリが主にEPROM置き換えのプログラ

ム格納川として使われている｡16kバイト単位の自動

ブロック消去機能を備えていっそう使い勝手が山_l二し

た4Mビットフラッシュメモリも量産を開始している｡
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葦半導体

陛
MOS型高周波電力トランジスタの特長を生かしたディジタルセルラ対応のパワーモジュールを開発し量産化した｡

従来のアナログ用に加えて,ラインアップを充実した｡

PFOO25

⑳け=
J一久PA叫

高周波パワーモジュール(PFO川0が,欧州ディジタルシス

テム対応品)

エ
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セルラ電話機の送信部に用いる高周波電力増幅器と

して,MOS FET(電界効果トランジスタ)を採用した

高榔皮パワーモジュールを製品化している｡さらに,

欧州ディジタルシステム対応品を開発してラインアッ

プの充実化を図った｡

欧州ディジタルシステムでは,高出力電力および出

力電ノJの高速制御特性,出力信号の低ひずみ特性など

が鍵(かぎ)となる｡MOS FETの高周波特性の改善と

高山力化の実現および増幅器の制御匝1路の改良によ

り,ディジタル対応の高周波パワーモジュールを製品

化した｡これらの製品は大川ノJにもかかわらず効率が

35～45%と高く,負荷変動に対する優れた安定性を兼

ね備えているため,セットでの回路構成が簡単となる｡

さらに,携帯電話機用として出力3.6Wの製品を小

型パッケージに搭載し,かつ溶融はんブごのリフロー実

装を吋能とし,セットの高密度実装に寄与した｡

衛星放送受信チューナ用の5V動作ガリウム･ヒ素IC

衛星放送受信チューナ(以下,BSチューナと言う｡)の小型化,

素)lC2品種を量産している｡

BSチューナの高周波l石l路は1～2GHzと高い周波

数を扱い,その特性がセットの性能を左右する｡一方,

BSチューナの内蔵化によって小型化,高性能化および

低消費電力化の動向にある｡これに対応するため,テ

省電力化に対応した5V動作の6日As(ガリウム･ヒ

1ト7-†2-5GH∠

屋外ユニット

日Sコンバータ

レビジョンチュ‾ナ用ICで実績のある1ドmGaAs
｡.g5工芸.去…｡H′

FET(電界効果トランジスタ)プロセスを開い,5V動

作のGaAsIC2ぷ.種を量産巾である｡HA21008は低ひ

ずみの高周波増幅器IC,HA21009MSは利得制御増幅

器付きのミクサICである｡

GaAs FETは周波数特性,雑音特性,ひずみ特ノ性に

優れ,高榔皮増幅,周波数変換回路に最適なデバイス

である｡合わせて信号漏れ特件を考慮Lた回路構成で

高性能化を実現した｡これらICの使糊により,部品点

数の削減ができ小型化,高件能化が可能である｡

この製品以外にも復調IC,バイポーラトランジスタ,

バリキャップダイオードなど■甘,ぞろえを行っている｡
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BSチューナ(屋内ユニット)

∩∩FM 復調
】C

日Sチューナフロントエンド

ヒテオ回路

吉声回路

注:柁語説明

BPF(バンドパスフィルタ)

AGCRFAMP(自動利得調整回路付き高周波増幅器)
AGCIFAMP(自動利得調整回路付き中間周波増幅回路)

D巨】M(タブルバランス型ミキサ)

OSC(発振器)

SAW(表面矧彗濾フィルタ)

図IDBS受信システムブロック図

回回
国21Cの外形

映像出力

菖声出力



半導体嘗
交流220V対応のモノリシック3相インバータIC

小型モータ応用製品の高出力･高機能化に対応した,モータの可変速制御ガ可能な交流22DV対応モノリシック3相

インバータICを開発した｡

家電･OA機器などの小型モータ応柑製品の分野で

は,高出力化･′ト型化･低騒音化というニーズが強い｡

これらのニーズにこたえるため,交流220Vへの対応

や高い周波数でのモータ制御が)求められている｡そこ

で,交流22()Ⅴを整流した高電圧でモータを直接イン

バータ制御でき,かつモータl勺部に搭載できるインテ

リジェントパワーICを開発した｡

このICは,モータ駆動用の高耐圧パワースイッチン

グ素子(IGI∃T)や,矧増力回路,PWMfl川御トーl路および各

種保護回路(触給･過温度など)を内蔵したモノリシッ

クICであり,50W級直流ブラシレスモータを20kHz

までPWM可変速制御できる｡

開発したICは,デバイス構造や回路構成のくふうに

より,500V･1A級の高耐比･大電流にもかかわら

ず,チップサイズは交流1()0V対応インバータIC

(ECN301()シリーズ)と同じ5.8nTnlX4.5mmである｡

500V･lA級モノリシック3相インバータICのチップ

単結晶Si支持体を用いた新誘電体分離(Dl)基板

高耐圧パワーIC用Dl基板の大口径化や生産スループット向上のため,単結晶Si支持体を用いた新構造Dl基板を

開発した｡

単結晶Sl

(a)講形成

酸化膜

(b)酸化膜形成

(c)多結晶Sl碓(たい)積

(d)多結晶Sl平たん化

支持体(単結晶Sl)

(e)クエ-ハはり合わせ

(り研削,素子分離

図l新誘電体分離基板のプロセスフロー

単結晶畠

支持体(単結晶)

図Z 新誘電体分離基板の断面

誘電体膜

(酸化膜)

多結晶Si

一トはり合わせ面

素丁･を形成する単結晶島を誘電体膜で分離したDI

基板は,素子間の分離耐I上やノイズ耐量が大きく,電

話交検機やモータ制御用のパワーICなどに美川化され

ている｡しかし,多結晶Siを支持体とする三呪構造は,ウ

ェーハの反りが人きく 5インチを超える大口径化が凶

難であった｡また,厚い多結晶Siを堆(たい)模するた

め,生産スループットもよくなかった｡このため,単結

晶Siを過朋し7ご強何な支持体の開発が要望されていた｡

今L‖l開発Lナこ単結晶Siを支持体とする新DI基板の

プロセスフローを図1にホす｡単糸た占LSiを支持体に道

上一寸する場合の品人の課題は,はり合わせ面でのポイド

の発牛を防ぐことである｡そのため,はり合わせ繭に

介在する多結晶Siの梅微細構造とポイドの関係を究明

し,ポイドの発/Lしないはり介わせ技術を開発した｡

この技術の適用により,DI基板の轡(わん)曲低減とス

ループットの人帖向上をlツ1った｡
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靂ディスプレイデバイス

ディスプレイデバイス
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高度化する情報機器･システムのインタフェースの多様化,高品質化にこたえて,より高い情報密度,視覚的な見やす

さ,省スペース性とそれぞれの要求･用途に応じた特長のある画像デバイスを製品化している｡

68cm(29型)短全長カラーブラウン管

ノ石

68cm(29型)短全長カラーブラウン管"A68LAY40×'

17型,21型超高精細カラーディスプレイ管

成長を続けるWSおよびPC別に向けて,高淳子度,ペ

ーパーイメージ表示に対応Lたカラーモニタ刷ブラウ

ン管として,17刊,21型カラーディスプレイ管を開ヲ達

した｡

ディスプレイ111モニタは見やすさの向から性能の安

ボレベルは高い｡このディスプレイ管は,耐r何のフラ

ット化,高コントラスト化,‾rた;輝度化,■たi解像度化を

低膨張ファインピッチシャドウマスク,静電川垂梅人

Ll径電子銃および高精度偏向ヨークによって実現し

7ご｡また,エルゴノミクスの観ノ烹から,ディスプレイ

管に管何首電防_lL,反射低減および′屯磁界幅射低減機

能を付加するものとした｡

7型高輝度･高解像度投写型ブラウン管

軒7型高輝度,高解像度投写型ブラウン管"柑OCGB22”
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カラーブラウン管は,大内面･フラット化の垂加りが

進展L,吊スペースのため奥行きの短いテレビジョン

セットの要求が強くなってきている｡今山,68cm(29

型)カラーブラウン管で,従来什様より最大全長が30

nlnl如いカラーブラウン管を製品化した｡

最大仝良を423.5mmとすることにより,テレビジ

ョンセットの奥行きが45cm以‾卜と省スペース設計が

‾吋能となる｡さらにコントラストの山上と,黒の再三呪

件をよくするため,ダークティントパネルを採用した｡

フラット化･偏向角拡大に伴うフォーカス･ドーミン

グ特竹三の劣化は,新電子銃(EA-F2)および低膨張シ

ャドウマスク(アンバー材)を導入して解決した｡

4lCm=7型) 5lCm(21型)

4lcm(17型),5lcm(21型)カラーディスプレイ管

拉′ウニ判テレビジョンはブラウン管に山画した画像を

レンズで拡人指写Lており,明るく切れのよい画像を

子tヱるには,ブラウン管の高輝度化と高解像度化が必要

である｡今l叫,輝度特性の優れた縁故光体とH卜UPF

(High Focus Voltage-UnipotentialFocus)電子銃

を採刷した高輝度,高解像度投写型ブラウン管を製品

化した｡

このブラウン管は高電流域で特に明るく,カソード

電流51TIAで1.3×105cd/m2の輝度が行られる｡また,

低電流城(カソード電流0.5mA)で0.2mm,高電流域

(カソード電流5mA)で0.3mnlのビームスポット径

が竿責られ,優れた解像度特性を示す｡
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カラーSTN液晶

ノート型工)C川カラーSTN(SuperTwisted Nelllatic)

液晶を開発し,畏産を開始した｡

画面は横640×3(R.G.B)×縦480ドットで構成し,

サイズは9.4型である｡液晶パネルと駆動l耶各の高精度

接続技術の開発により,2内面駆動(志デューティ)が
‾叶能になり,コントラスト此,色介いなど表水件能を

大幅に改弄した｡

STN液晶のカラー化により,PC関連機器の開発,製

占占化がより促進され,それに伴って要求仕様も多様化

(外形寸法,回向サイズ,低消雪竜力化など)してくる

ものと思われる｡

26万色表示のTFT液晶モジュール

プ丁Ⅶ‾】‾‾

囚 恩1

扁弐..J亭喜1〉._､巨軍事l…〉
Calc山内t`lr

ドメi母 禦 恩

貢i■■'′二巾;■蔓g】
i__1■■…∃【

l11さ1=

､1

26万色表示のTFT液晶モジュール

超高感度撮像管のスーパーハーピコン

映像入力の情報量を増すためには,高感度･高画質

の撮像素子が必要である｡｢l本放送協会放送技術研究

所と日立製作所が共同で開発したハーピコン⑧は,従来

の撮像管サチコン㊥の10倍以上の高感度を実現できる

素子として,これまで野球小継･夜間報道などの放送

用に採用されてき7ご｡

スーパーハーピコンはその感度をさらに高め,サチ

コン比60倍以上の超高感度を達成したものである｡こ

れにより,ハーピコンの応用分野は,天体撮影･水小

梅影などの自然観察･資源開発用,防災監視･夜間監

視などの監視用および顕徴鐘観察等_r二業計測･理科学

機器川をはじめとする産業分野にまで広がっている｡

｢
芯
か

一
り
■

十軒

カラーSTNラ夜晶モジュール

し骨

･′lソ

¶日

TFTi授品モジュールは,薄型,軽量,低消雪電力と

いう特長を/ト三かして,携備に便利なノート型PCへの過

川が急速に広まっている｡

今l叫,マルチメディアにも応川できる26フノ色表示の

TFT液占占モジュールを開発した｡主な特長は次のとお

りである｡

(1)6ビットドライバの採用により,26月色表示が‾叶

能で,H然由に近い画質が柑られる｡(2)透過率,バッ

クライト効率を向上し,5W以下の低消雪屯力を実現

した｡(3)パネル表何の反射率を低減し,見やすい何泊i

とL7ご｡(4)DC/DCコンバータを内蔵し,5V単一電淑

とLたインタフェースが才≠妨である｡

図l スーパーハー

ピコンによるオーロ

ラ撮像

〔写真提供:日本放送協会〕

図2 スーパーハーピコン

による海中撮影
〔従来素子ではほとんど映らな

い海中の様子(左)も鮮明に撮影
することができる(右)｡〕

〔写真提供
海洋科学技術センター,

日本放送協会
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菓電子デバイス製造装置

量産および次世代に対応する電子デバイス製造装置

電子デバイス製造の形態として,多品種･多世代デバイスの複合生産の傾向が見られる｡それに対応して,高いコスト

パフォーマンスとフレキシビリティを持った製造装置およびシステムのラインアップをそろえている｡

ぎ悶恕､完済鰻萱豊浜置

エ
レ
ク
ト
ロ
ニ
ク
ス

高スループットの電子ビーム直接描画システム
半導体デバイスの微細化が進み,従来のステッパの

解像度が限界を迎えつつある小で,電子ビームによる

64MビットDRAM相当デバイス描画例

由二接描画システムが注目されている｡``HL-800D''シリ

ーズはこのようなニーズに対応するために開発したも

のであり,高い解像度を持つほか,ASIC用としてマス

クレス露光によるローコストデバイス生産への通用メ

リットがある｡

電子ビーム直接描画装置は,従来,解像度･高精度

の.たで高い評価を得ている｡この装置は,(1)セルプロ

ジェクション露光方式,(2)吋変速連続移動ステージ,

(3)大角偏lんJ電子光学系,(4)直接描画用レジストの高感

度化,などの新技術の採用により,デバイス量産に十

分対応できる10～20ウェーハ/時(6インチ)の高スル

ープット化を実現した｡

このシリーズは,(1)64～256MビットDRAM対応

メモリ描画機,(2)ロジック素子に代表されるASIC描画

機,で構成され,それぞれの年産ラインで従来の光ス

テッパと混用することによって,設備投資の低コスト

化およびデバイス開発段階でのQTAT(Quick Turn

AroundTime)化に威力を発揮することが期待される｡

高コストパフォーマンスのマイクロ波プラズマエッチング装置

この装置は,昭和63年に発売以来,多数の納入実績

のあるAl配線用ドライエッチング装置"M【308AT''の

バージョンアップ版であり,高コストパフォーマンス

ヘの強いユーザーニーズに沿って開発したものである｡

主な特長は次のとおりである｡(1)エッチング処理室

に新型リアクタを採用し,プラズマ密度を高めたこと

により,エッチング速度を従来比で1.5倍とした｡(2)ア

ッシング処理室の大IJ径化により,プラズマの利用効

率を高め,アッシング速度を従来比で約3倍とした｡

これらの新技術により,エッチングとアッシングの連続

処理で,装置の総合スループットを約1.5倍に向上した｡

また,(1)メンテナンス時間の人半を占めるウエット

クリーニングの頻度を,従来の約÷に低減できる新し
いクリーニングプロセス,(2)部品のメンテナンス周期

を延ばすためのハードウェアの改良,(3)プラズマ光景

の減衰に追従する終点検出機能の採用,などによって

装置の総合稼動率を約10%向上Lた｡

以上,スループットと稼動率の山上により,月当た

りの処理能力で,当社従来機に比べ1.5倍以上の高コス

トパフォーマンスを得ている｡
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電子デバイス製造装置 憂

変質レジスト対応の新プロセス搭載光アッシング装置
203

200

童謡

11J

慧100
芸
Ⅲ
1く‾

〔≡≡司:∪∨/03アッシャ(従来プロセス)

〔ヨコ:∪∨/03アッシヤ(新プロセス)

86

47

12

65

123

As BF2

1E16 3E15

イオン注入量(個/cm2)

イオン注入後の変質レジスト除去性能比較

P

8E15

世界初の枚菓式イオンビームスパッダノング装置

最近,蒋膜形成時の膜厚･膜組成の岳制御性や,良

乍中での成膜などのニーズが特に強い｡一方,それら

の優れた蚊帳性能を満足するイオンビームスパッタ装

置を,景産に通梢する賓求が高まってきている｡

この雪)Kにこたえて,世界初の枚柴式装置を開発し

た｡呈慮装荷として,従来にない機能･件能を持って

おり,磁性多層膜などの量産に威力を発揮するものと

期待される｡

この装置の特長は次のとおりである｡

(1)イオンビームスパッタ装置とLては,‾牡界初のロ

ードロック付き枚案式

(2)高性能イオン源および長寿命ニュートラライザを搭載

(3)成膜中に常時基根に平行な磁場印加叶能な機構付き

鴇.蛮帝評億装置

高分解能のFEB測長装置

半導体デバイスは微細化が急速に進んでおり,プロ

セスの総合評価,条件設左およびインライン寸法測定

のために,電子線応川の測長連合竜一f▲顕微鏡とその利

川技術がきわめて電要になってきている｡

｢S-6000Hシリーズ+は,フィールドで高い評価と実

績を持つ測長走青竜十顕徴鎧の最新装置で,新たに開

発した縮′J､レンズ系による高分解能観察(6nm),高し､

測良再現性(().01ドm),探穴観察に戚ノJを発揮する

FCM(Field ControIMethod)レンズの搭載などを主

な桔長としている｡

またオートアドレッシング,オート帥調機能など,

デバイスの高集積化･超微細化での製造装置の低汚

染･低ダメージ化は,普遍的要求である｡このことは

アッシング装荷についても例外ではない｡これらの要

求に対して,光アッシングは埋想的な低汚染･低ダメ

ージプロセスとして定着しつつある｡
"UA-3150B''型光アッシング装置は,従来のUV光と

03を使斥ける光アッシンダブロセスに加tえ,さらに新

プロセス機能(ガス添加)を搭載した最新機である｡

主な特長は次のとおりである｡(1)新プロセス搭載に

よるイオン注入後の変質レジストの除去性能の向_L,

(2)スループットのl乙J上,(3)荷電粒子をまったく使わな

い低ダメージ･低汚浪アッシングの実現｡

技術の特長

磁性薄膜

透明導電膜

ハイ

超薄膜の形成

組 成 制 御

超高純度成膜

応 力 緩 和

新素材の創成

丁クノロジーを底辺か

超電導薄膜

強誘電体薄膜

X線マスク

ら支持

イオンビームスパッタリング装置の特長と応用分野

各椎の自重力化を阿り,操作性の一段の向上とともに全

日軌測長を実現した｡

試料:レジスト(PFl-15)si

機種:S-6000H

試料:レジスト(PF卜15)si

機種:従来形

0.4ト1mホールパターンの観察
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蔓電子デバイス製造装置
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高速･高機能メモリ用のICテストシステム

メモリデバイスは,64Mビット DRAM世代に向け

てさらに高速･高機能が要求されている｡メモリICテ

ストシステム｢HA5060シリーズ+は,60MHzまたは

120MHzのテストサイクルで,これらの高速･高機能

メモリデバイスを測定できるシステムである｡

最新の"fiA5060Ii''型は,さらに1,000ピンクラス

の超多ピンのテストヘッドにより,最大64個までのデ

バイスを同時にテストすることができるシステムである｡

高スループットでありながら,このクラス最小のボ

デーサイズで,省スペースなシステムレイアウトが可

能である｡ま7こ,徹底した省電ノJ化を図り,標準構成

で26kVA以下の低消雪電力を実現した｡

(口立電･ナエンジニアリング株式会社)

薄型･軽量デバイス用のメモリICハンドラ

域ふ､

袈
薄
型
デ
バ
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ス
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ン
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ン
グ
す
る
機
構

鰻‖立用装置

CIM化対応の享夜晶マスク式レーザマーカ

ICパッケージヘのレーザマーキングは,印字内子声の

変更の苓易さ,外部通信によるCIM構築が可能という

ナ烹から,液晶をマスクに円いた方式への需要が高まっ

てきている｡

乍回開発L7こ液Ⅰ指マスクょじレーザマーがHL-104LA''

は,YAGレーザの発振周波数を5パルス/s(従来は2-

4パルス/s)とし,印字のスループットを向上させた｡

(1)コンピュータによる年･過などの印字内亨声の自

動設定,(2)バーコードによる印字内容の自動登録,(3)

卜付コンピュータとの通信による離れた場所からの印

字作業の管坤,などCIM化のための椎々のソフトツー

ルを備えている｡
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メモリデバイスに印加する高速波形例

メモリデバイスは,TSOP(Thin Small Outline

I)ackage･厚さ1mm以‾F)に代表されるように,ます

ます小型で薄く,軽量になっていく傾向にある｡メモ

リICハンドラ｢EH1640シリーズ+は,これらの薄型･

較畏のメモリデバイスに対応し,同時に64個テストで

きる搬送機構を持つシステムである｡

従来の日東落下方式とは異なり,搬送基板を使った

水平搬送方式を採用し,多品種少量の製品にも向くよ

うに,チェンジキットの交換が10分以内の短時間でで

きる新しいタイプのマルチハンドラである｡

測定温度は-55Qcから＋1250cまで広範囲をカバー

する｡ ([=ヒ電了一エンジニアリング株式会社)

ホストコンピュータ

巨i〕
北

｡｡バラ語卜コントローラ
｢丁==コ

よ

‾

ビーム

守款ヒ筈整形部

且
匝国
液晶マスク

題蓼p冒
ビームスプリッタ

光吸収部

結像レンズ

厨ワーク
(lCバッケ【ジなど)

レーザマーカシステム構成



電子デバイス製造装置 藁

高速全自動ワイヤボンダ

LSIは多ピン化傾向が進み,パッドピγチの縮小と

高精度のワイヤループ形成が要求されている｡これに

起多ピンデバイスのボンディング

盈叫費ぜ誓j費播州

ドライターボ真空ポンプ｢スカイトール+

ドライ真空ポンプは,真空系を汚さず,メンテナン

スが容易なことから,半導体製造装置へ広く過桐され

ている｡スカイトールは,真空度と静粛件に優れ,エ

ッチング装置を小心に使用されている｡このたびさら

に大幅な信頼性の向上を図った｡

(1)従来のステンレス製ロータ･ステ一夕に対し,特

殊メッキを全機種に適用し,耐食性のいっそうの向_卜

を匝Ⅰった｡

(2)二重の過回転防止機構を設け,安全性を向_Lさせた｡

(3)漏電遮断器の設置,多重瞬時停電対策などの実施

により,電気的信頼性を向上させた｡

クリーンルーム用のアンモニア除去フィルタ

線幅･間隔0.25l⊥m

放置時間 2min lh lh

ケミカルフィルタなし ケミカルフィルタ使用

ホトレジストの解像性低下防止効果

こたえるために開発したのが,超多ピン対応高速全自

動ワイヤボンダ"WB-50()''である｡主な特長は次のと

おりである｡

(1)狭いパッドピッチ対応(パッドピッチ:80岬1まで)

(2)品種に応じて最適なループ形状を実現する高精度

ワイヤループ制御(ワイヤ長:最大8mm)

(3)l訂∫種切り替えの容易な高いフ,レキシブル件

(品椎切替え時間:5分以内)

(4)高スループットを実現する高速ボンディング

(0.1s/ワイヤ:ワイヤ長2mmの場合)

(口立束京エレクトロニクス株式会社)

句ど 讃■

'-_血J■

恥｢□RR60

叫.▲+二■二そドライターボ真空ポンプ

ハニカム状の捕性炭に特殊英.甘,処理を施すことが,

クリーンルーム内に存在する微量アンモニア濃度の低

減に有効なことを見いプごした｡

アンモニア濃度,数ナノグラム毎リットル(ng/1)に

対し除去率90%以上の性能を約2年間維持可能であ

る｡効果の確認のために,空気中に存在する微量の塩

基性物質によって,解像性が低下する化学増幅系のレ

ジストを用いた｡線幅0.25卜mのパターンを露光した

現像前のウェーハを1時間,クリーンルーム内の架気

巾に放置した｡フィルタの有無に対するアンモニア濃

度は,それぞれ0.2ng/1および2ng/1であった｡フィル

タの効果はパターン解像性に表れている(図参月別｡

(r_ト立フ0ラント建設株式台社)
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